
図l カラーブラウン管用電子銃(右から,

Hl-FO電子銃及び現行BPF電子銃)
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電了一部品･半導体の分野では,昭和52年度も新製品の開発及び従来製品

の改良が活発であり,多大の成果を挙げた｡

カラーテレビジョン用ブラウン管では,110度セルフコンパーゼンス方式

インラインストライプカラ【ブラウン管として,20形,22形及び26形を製品

化したのに引き続いて,更に画質を向上できるHトUPF電子銃とHトFO

電子銃の2種類を開発し,一部の製品に才采用を開始した｡

電子レンジ用マグネトロンでは,小形軽量で,かつ磁石の動作効率の高

いアルニコ磁石内蔵方式の新製品を開発し,販売を開始した｡磁気バブル

メモ】jでは,3.5〃径のバブルを用いた256kビットメモリを開発し,これを

用いて16Mビットメモリ装置を構成した｡撮像管では,放送用′ト形カラー

カメラ用として世界の放送業界から注目を集めている｢サチコン+(登録商

標)の電子銃の改良により,残像を半減させ,更に画質を向_Lさせた｡

多層印刷回路板用のプリプレグでは,従来の非難燃化プリプレグと同等

の接着強度をもつ難燃化70リプレグの開発に成功した｡

MOS FET(電界効果トランジスタ)は,ディジタル小信号処理,高周

波小信号増幅の分野で広く使われているが,高耐圧化,大電流化の研究の

結果,電力増幅用コンプリメンタリーパワーMOS FETを開発した｡二の

MOS FETは,オーディオアンプの出力用として,バイポーラパワートラ

ンジスタでは到達不可能であった定格出力時広域低歪率特性を得ることが

できるほか,スイッチングレギュレータ,超音波発振器,電流.チョッパな

ど,高周波大電力の用途にも有用な特性をもっている｡

半導体レーザは,小形･低消費電力,高効率,高速直接変調などの特長

をもっているが,レーザ光の品質に問題があr),これを解決するため,溝

付き基板形の新構造半導体レ【ザを開発した｡

8ビットマイクロコンピュータHMCS6800は,周辺装置コントロール用

LSI(大規模集積回路)を系列に加え,使いやすいものになっているが,

更に,トレーニングモジュール及びシングルボ∵ドコンピュータを開発し

た｡トレーニングモジュールは,マイクロコンピュータ導入時の教育用と

して開発されたものであるが,構成要素は,本格的コンピュータと同じで

あり拡張応用できる能力を備えている｡シングルボードコンピュータは,

MPU(マイクロコンピュータ)を中心に,メモリ,Ⅰ/0(入出力)ポート

を内蔵しており,このほか,システムデバッグ,メモリ増設用ボードを用

意し,システムヘの応用の便を図っている｡これによr),今後マイクロコ

ンピュータの普及が大いに期待されている｡
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カラーブラウン管用新電子銃

近年,カラMテレビジョン用ブラウ

ン管は,インラインー休化電子銃の採

用により色ずれが少なくなり,画質が

向上している｡日立製作所のカラーブ

ラウン管は,従来から大口径電子銃に

よる鮮明な画質で好t沖を得てきた｡し

かし,更に画質の向上を図る子肝究を進

めた結果,今回2種類の高性能電了一統

を開発した｡それらは,低陽極電圧で

使われる小形管向きのHI-UPF電子銃

と,高陽極電l七で使われる大形管向き

のHトFO電子銃である｡これらの電子

銃は,従来のものに比べ大電流.域でビ

ームスポット径が20～36%も小さ くな

っており,その結果,ニュースの‾文字

などをはっきi)見ることができる｡ま

た集束電圧が従来に比べ高くなるため,

ベース付近の耐電圧向上には十分配慮

が施してある(図1)｡

アノレニコ磁石内蔵マグネトロン

電子レンジ用マグネトロンとして出

力500W,アルニコイ滋石内蔵方式の新製

品2MlO5を開発し量産化した(図2)｡

この製品はj滋石を真空容器内の作用空

間に隣接して配置し,真空容器をイ義気

回路としても利用していることが従来の

製品とは全く異なった点である(図3)｡

主な特長を次に述べる｡

(1)イ滋右の動作効率が高いので磁石は



図2 石姦石内蔵型マグネトロン2M105 図3 従来のマグネトロンと磁石内蔵型マグネトロンの石義気回路の比車交

真空容器

ポールピース

小さくて済み,磁気回路の小形化と合

わせて製品重量は従来構造球の約65%

になった｡

(2)i温度特件の優れたアルニコ磁石を

採用しているので,動作中の出力変動

は従米のフェライト磁石使用マグネト

ロンの約÷である｡このことは,電子

レンジの電源設計が容易になることを

意味し,またオ【プン嘩の氾度が高め

となる｢焦げめ付き+などの機能をも

っている電子レンジでも安完三した動作

が行られるという利点がある｡

(3)磁こ力線は外部に対してほぼ完全に

シールドされているので,電子レンジ

及びマグネトロンの航空機輸送の際に

磁気漏れに関する特別な配慮はほとん

ど必要としない｡

(4)電気的特件では,従来のマグネト

ロンと完全な互挽性をもっている｡

以上のような特長,利点は,最近の

電子レンジの設計動向に適合するもの

であI),この2MlO5をはじめとする磁

)行内蔵型マグネトロンは,今後需要の

増加が予想される｡

16Mビット磁気ノヾブノレメモリの

試作

3.5ノJ径のバブルを月]いた256kビット

メモリチップを開発Lた｡この子ップ

を8校並べたプレインを4枚重ねて回

転石姦界コイルに入れ,これを∴組み背

向型バイアス磁石に入れ16Mビットの

モジュールを構成した｡これを実装し

(a)従来のマグネト8ン

+用空間

た回路基板を図4に示す｡同図に見ら

れるように,中火部に16Mビットのメ

モリモジュール,他にステアリングダ

イオード,1.8kVAの■コイル駆動回路

及び共振容量を実装している｡

本基板と2枚の小形周辺回路基板と

で8ビット乎列の16Mビットメモリ装

置を構成した｡記録的な0.3MHzの高

速回転イ滋界で転送速度1.2Mビット/s,

平均呼出L日引手詞2.3ms,消費電力35W

で動作した｡本メモリは,従来の磁気

ドラムなどに代わるr_可転部分のない高

イ言栢,不揮発性固体メモリとして各種

の応用が期待されている｡

美空容器

作用空間

磁石
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(b)磁石内蔵型マグネトロン

-ルピース

本研究は通商産業省工業托術院の人

型プロジェクト｢パターン情報処雌シス

テムの研究開発+の一環として行なっ

たものである｡

多層印刷Ⅰ司路板用の難燃イヒプリ

プレグ

電丁計算機用多層印刷回路根の各素

材は,現在難燃化の傾向にある｡しか

し,臭素化エポキシレジンを用いて難

燃化した多層化接着用プリプレグは,

内層銅箔との接着力が不十分で,多層

療熱

区14 16Mビット/ヾフ

ルメモリモジュール基

板
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図6 マイクロコンピュータ用トレーニングモジュール

図5 光通信用半導体レーザの外観
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印刷回路板の信束馴生を低下させていた｡

そのため,難燃化プリプレグの接着力

の改善が要求されていた｡

これを解決する目的で,レジンの弓硬

化性,強度などに着日しレジンシステ

ムを椎々検討した結果,高い接着力の

プリプレグを開発した｡このプリプレ

グに用いているレジンは強度が高く,

表1から分かるように接着力は従来品

の2倍程度あり,非難燃化プリプレグ

(NEMA規格,G-10)に比べても劣

らない｡一般特性を従来品,G-10品

と比較して同表に示す｡

半導体･マイクロ

コンピュータ

コンプリメンタリーノヾワー

MOS FET

従来,MOS(MetalOxide Semi-

Conductor)形FET(電界効果トラン

ジスタ)はディジタル小信号処理,高

周波小信号増幅の分野にその価値を発

揮していたが,数年間にわたる日立製

作所での高耐圧化,大電i充化の研究

の結果,世界で初めての電力増幅用

コンプリメンタりⅦパワーMOS FET

♂)開発蟄さ品化に成功した｡このパワ【

MOS FETはNチャネル形とPチャ

ネル形とがあー),互いにコンプリメン

タリー性(相補対称件)をもち,いず

れも最大許容電力100W,一最大電流7A

の定格でTO-3形キャン封止形外形
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表l 開発したプリプレグの一般特性

特 性 単 位 開 発 品 従 来 品 非難燃化プリプレグ

寸封 脂 量 % 55～60 55～60 52～57

樹 脂 流 れ 性 %(atl了00c.14kg/cm2) 35～40 35～40 35-40

ゲ ル 化 時 間 s(at1700c) 170～190 250～270 220-260

揮 発 分 %(at1700c,30min) 0.2～0,4 0.2～0.4 0.2～0.4
l

銅箔引き剥L強度 kg/cm 1,0～l.2 0･5～0･7 ; し0一-l-2

は ん だ耐熱性 mln at260Pc 5以上 5以上 5以上

耐 薬 品 性 良 好 良 好 良 好

難 燃 性 94V-0 94V-0 可燃性

ガ ラ ス転移点 □c 125 120 120

である｡ニグ)コンプリ メ ンタリーバワ

〉-MOS FETの貴人定格を表2に,

電気的特性を表3に示し,その電ち柏勺

特性の特長をまとめて一大に述べる｡

(1)増幅率(柏7子ニコンダクタンス)が高

く,直線性が良い(ん=3Aで標準値1

シーメンス,ん=0,5～6Aで-3dB)｡

(2)周波数特性が優れている(J=

1MHzで-3dB)｡

(3)スイッチング速度が速い(レ=10～

20ns)｡

(4)破壊に強く安全動作領域が広い｡

(5)バイアス回路を簡略化できるエン

ハンスメント特性である｡

(6)コンプリメンタリー作が良い｡

上述の特長を生かして,このコンプ

リ メ ンタリーパワーMOS FETはオ

ーディオアンプの出力用としてバイポ

ーラパワートランジスタでは到達不可

能であった定格出プJ時高域低歪率特性

(′=100kHzで0.01%以下)を得るこ

とができる｡

また,スイッチングレギュレータ,

超音波発批器,電流チョッパなど,高

周波大電力の用途にも貴献できる特件

をもってし､る｡

新構造半導体レーザ

半導休レ【ザは,小形,低消費電力,

高効率,高速直接変調‾叶能など,ユニ

ーーークな特徴をもったレーザである｡ま

た,半導体素-｢であるために呈産化が

叶能で,光通信,情報処理機器,計測

器,光ビデオディスクなどへの応用が

有望視されている｡

しかL,従来の半導体レーザでは,

レーザ発振が多モードであるか,又は

不安定であるなど,レーザ光の品質が
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悪く,これが応用_L大きな障害となっ

ていた｡

日立製作所では,この問題を解決す

るために,i葺付き巷板形(Channeled

Substrate Planar)と称する新構造

半導体レーザを開発した｡新構造レー

ザでは,レーザの横モードの安定作が

従来に比べ著しく改善されており,10

mW以上の出力まで某本単一モードで

発振する｡また,発振スペクトルもほ

ぼ単一一一である(図5)｡

マイクロコンピュータ用トレー

ニングモジューノレ

本製品は,マイクロコンピュータの

導人数青田として一期発されたものであ

るが,機能はその名称ク)表わすイメー

ジよりもはるかに大きく, 一つの完成
したコンピュータとなっている｡

構成は1枚のプリント板(230mmX

200mm)と48キーの小形コンソ【ルか

ら成っている(図6)｡その機能的な:柑

表2 コンプリメンタリーパワーMOS FETの最大定格

項 目
品名 2SK132 2SK133

/
2SK134 2SK135

単位
記号 2S+47 2S+48 2S+49 2S+50

ドレイン･ソース間電圧 lんs∫ 100/一100 lZO/-120 140/-140

±14

160/-】60 ∨

テ'-ト･ソース間電圧

ドレイン電流

lん与∫ ＋14 ±14 ±14 ∨

/β 7/-7 7/-7 7/-7 7/-7 A

消 費 電 力 P｡た 100 100 100 100 W

保 存 温 度 丁8′g
-55｢-150 -55～150 -55～150 -55～･150

Oc

チ ャ ネ ル 温 度 丁`:ム I50 150 150 150 Oc

〉主:/の箇所は各々Nチャネル/Pチャネルを表わす｡

表3 コンプリメンタリーパワーMOS FETの電気的特性

項 目 記 号 7則 定 条 件*
正 格*･**

単イ立
最 ′ト 標 準 最 大

相互コンダクタ ンス l′′ざl 帆}5二10V,J〃=3A 0.6 l_0 l.3 S

ゲート･ソース間電圧 lんイOfり 帆〕5=10V,J〟=100mA 0 l_0 l.5 ∨

ドレイン･ソース間電圧 帖5(5∂り lん〟=0V,Jβ=7A 7 12 ∨

入 力 容 量 C～一古占 lん∫=5V,′=lMHz 600/900 PF

タ ー ン オ ン 時 間 f｡〃 帆フβ=20V,/β=2A 18/25 nS

タ
ー ン オ フ 時 間 f｡〟 P〝=5′`S,duty=10% 7/15 nS

注:* 表中の測定条件はNチャネルのもの,Pチャネルの場合,電圧･電流値の極性が逆になる｡

** /箇所は各々Nチャネル/Pチャネルを表わす｡

Ⅰ/0

機
器
へ

長として,モニタとアセンブラを32k

ビットROMにファームウェアと して

もっており,それに一己じてアルファニ

ュメリ ックのデータ入力及び表ホモニ

タが可能である｡ほかに,オーディオ

テ【プレコ【ダを300ビット/秒のディ

ジタルデータの人山力用として直結で

きる｡したがって,RAM上のプログ

ラムはテMプレコMダに退避あるいは

再口旧ドが可能:であり,有用怖が高く

なっている｡

シングノレポードコンピュータ

本製品は8 ビ､ソトマイクロセ･ソサ

(HD 46800)を中心にメモリやⅠ/0

(入出力)ポートを含み,それ自体で制

御用としての完成したコンピュータを

構成する｡制御機能を果たすプログラ

ムは,EP-ROM(Electrically Pro-

grammable Read Only Memory)に

収納され,電源のオンオフに無関係に

イ米存される｡そのブロック構J戊を図7

に示す｡

シングルボ【ドコンビュ【タのプロ

グラム開発,あるいはオフライン的使

用に対しては,もう1枚のデバッガボ

ードを必要とし,この中にはデバッグ用

モニタ4kバイト及びRAMを含んでいる｡

この系列は外部接続のバスインターフ

ェースが標準化され,多くのメモリ及

び周辺ボードを接続できる｡Lたがっ

て,より大きなシステムへの拡先主が答

易になってし-る｡
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